This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the appHcant. 

Defects in the images may include (but are not hmited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the Images to the 
Image Problem Mailbox. 



""'""l ' ' "" — 

liiliii^^ 



DEUTSCHLAND 



® BUNDESREPUBLiK @ Of f eiilegungssch flf t ® ''^'C 

nP AH -II! PRC A 1 H 03 J 5/24 

(10) DE 40 36 Boo A1 ho3B5/i2 



@ Aktenzeichen: P 40 36 866.1 

(2) Anmeldetag: 19.11.90 
@ Offenlegungstag: 25. 7.91 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



CO 
00 
CO 

o 
Q 



@ Unionsprioritat: @ @ ® 


Erfindar; 


18.01.90 JP 2-3223 U 


Yamamoto, Masaki, Haramachi, Fukushima, JP 


@Anmelder: 




Alps Electric Co., Ltd., Tokio/Tokyo, JP 




@ Vertreter: 




Klunker. H.. Dipl.-lng. Dr.rer.nat.; Schmitt-Nrlson, G., 




Dipi.-lng. Dr.-lng.; Hirsch, P., Dipl.-lng., 




Pat.-Anwalte, 8000 Munchen 





Prufungsantrag gem. S 44 PatG tst gestellt 

@ Oberlagerungsosziilatorschattung 

@ Die Effindung botrifft cine Oberlagerungsoszillatorschal- 
tung fiir einan VHF-TV-Tuner. Um ein empfangenes Signal 
verschiedener Frequenzbander (Tiefband und Hochband 
etnas VHF-Fernsohempfangers} in eine Zwischenfrequanz 
umzusetren, rriuS die Schwingungsfreqiienz des Clberlage- 
rungsos2illators fiir jedes Band geandert warden. Die Ande- 
rung auf eine gewunschte Fraquenz erfolgt durch Verkurzen 
etnas Teils einer Spule in ainem Resonanikreis bei Hoch- 
bandanrtpfang. Dabei liegt allerdings ein die Oszillatorschal- 
tung bildender ROckkopplungskondensator unabhangig vom 
Band test. ErfindungsgemaS werden Spulen fur jedes Band 
umgeschattet und ein Schwingungszustand durch geetgnete 
Einstellung der Ruckkopplungskepazitat stabilisiert. Die Ka- 
pazitat iwischan denn Kollektor und dem Emitter eines 
Oszrilatortransistors (16) wird bairn Hochbandempfang ver- 
" ringert, wahrend die Kapazitat zwischen Emitter und Basis 
J erhoht wird. Bei Tiefbandempfang hingegen wird die Kapazi- 
tat zwischen Kollektor und Emitter erhoht. wahrend die 
Kapazitat zwischen Emitter und Basis varringert wird. Dieses 
Umschalten einer Kapazitat erreicht man mil einem einzigen 
Kondensator (21). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriffi eine Oberlagerungsoszillalor- 
schaitung, die sich zur Verwendung in einem Tuner eig- 
net, der fiir mehrere Frequenzbander modulierte Signa- 
le enipfangt. 

In einem Superhet-Empfangcr wird ein empfangenes 
Signal in ein Zwischenfrequenzsignal vorbestimmier 
Frequenz umgesetzi, indem ein empfangenes Signal mil 
einem von einem Oberlagerungsoszillator innerhalb des 
Empfangers erzeugtes Uberlagerungssignal gemischt 
wird. Urn beispielsweise das empfangene Signal fiirzwei 
verschiedene Frequenzbander (Tiefband und Hoch- 
band) in eine vorbestimnitc Frequenz umzusetzen, muB 
die Uberlagerungsfrequenz des Oberlagerungsoszilla- 
lors fur jedes Band umgeschaliet werden. Hierzu kann 
man z. B. die im foigenden beschriebenen zwei Schal- 
tungen verwenden. 

Zunachst soil anhand des in Fig. 7 gezeigten Schalt- 
plans eine erste herkommliche Schaltung erlautert wer- 
den. GemaD Fig. 7 Isi eine Absiimmschaliung, die durch 
eine Tiefband-Abstimmspulc I, cine Hochband-Ab- 
stimmspule 2, eine veranderliche Absiimm-Kapaziiats- 
diode !1 und einen Abstimm-Kompensationskondensa- 
tor 12 gebildet wird. an den Kollekior eines Oszillator- 
transistors 16 angeschlossen. Veranderliche Kapazitats- 
dioden 3 und 7 sind als Ruckkopplungselemente zwi- 
schen Koliektor und Emitter bzw. zwischen Emitter und 
Masse des Transistors 18 geschaltet. Als Kompensa- 
tionselemcnte dicncndc Kondcnsatoren 8 und 8 sind 
parallel zu den Kapazitatsdioden 5 und 7 geschaltet. Die 
Kathode einer Schaltdiodc 13 isi an einen Punkt ange- 
schlossen. an welchem die Tiefband-Abstimmspule 1 
und die Hochband-Absiimmspule 2 verbunden sind, um 
zwischen Hochband und Tiefband umzuschalten. Die 
Anode der Schaltdiode 13 ist uber einen Kondensator 
14 auf Masse gelegt und iibcr einen Spcisewidcrstand an 
den Hochbandanschlufi B angeschlossen. Eine Aus- 
wahlspannung Vhi wird diesem HochbandanschluQ B 
zugefuhri. Die Kodensatoren 3 und 4 dienen zum Blok- 
kieren von Cleichstromen. und der Kondensator 15 
dient zum Erden der Tiefband-Abstimmspule 1. Der 
Punkt, an dem dieser Kondensator 15 und die Tiefband- 
Abstimmspule 1 verbunden sind. ist uber einen Spcise- 
widcrstand an den TiefbandanschluB A angeschlossen. 
Diesem TiefbandanschluB A wird eine Auswahlspan- 
nung Vlo zugefiihrt. Ein Widerstand 9 dient zum Zufiih- 
ren einer Abstimmspannung. wobei ein AnschluB des 
Widerstands an einen AbstimmspannungsanschluB C 
angeschlossen ist. dem eine Abstimmspannung Vtu zu- 
gefiihrt wird. Ein Widerstand 10 dient zum Aniegen ei- 
ner Gleich- Vorspannung an die Kapaziiaisdioden 5 und 
H. . 

Bei dem oben eriauterien Schaltungsaufbau wird 
beim Hochband-Empfang eine Auswahlspannung Vhi 
an den HochbandanschluB B gelegt, die Schaltdiode 13 
wird eingeschaltet. und es wird von der Hochband-Ab- 
stimmspule 2 und die kombinierte Kapazitat von Ab- 
stimmkondensator 12 und Kapazitatsdiode 11 ein Reso- 
nanzkreis gebildet. Die in Fig. 8 gezeigie Colpiiis-Oszil- 
latorschaitung wird gebildet durch den Ruckkopplungs- 
kreis der Kapazitatsdioden 5 und 7 und die Kondcnsato- 
ren 6 und 8 sowie den Transistor 16. Bei Tiefband-Emp- 
fang wird an den TiefbandanschluB A eine Auswahls- 
pannung Vlo gelegt. und die Schaltdiode 13 wird ausge- 
schaitet. Dadurch wird gemaB Ftg. 9 durch die Tief- 
band-Abstimmspule 1 ein Resonanzkreis gebildet. 

Beim Empfang beider Binder wird die Kapazitat der 



Kapazitatsdiode 11 abhangig von der Auswahlspan- 
nung Vtu. die an den AbstimrnspannungsanschluB C 
gelegt wird, variiert, so daB die Uberlagerungsfrequenz 
sichanderi. 

5 Ais nachstes soil anhand der Fig. 10 eine zweite her- 
kommliche Schaltung erlUuien werden. 

GemaB Fig. 10 ist ein Belag des Kondensaiors 18 zur 
Riickkopplung an die Kathodenseite der Kapazitatsdio- 
de 7 angeschlossen. An den anderen AnschluB des Kon- 

10 densators 18 sind ein Spcisewidcrstand 19 fiir eine AFT 
(Auiomatische Feinabstimmung) und die Kathode der 
Kapazitatsdiode 20 fiir die AFT angeschlossen. Der an- 
derc AnschluB des Speisewiderstands 19 ist an einen 
AFT-Anschlufl D angeschlossen, und die Anode der Ka- 

15 pazitatsdiode 20 liegt auf Masse. 

Bei diesem Schaltungsaufbau wird beim Hochband- 
empfang eine Auswahlspannung Vhi an den Hochband- 
anschluB B gelegt, und die Schaltdiode 13 wird einge- 
schaltet. wodurch sich die in Fig. 1 1 dargestellte Konfi- 

20 guration ergibt. Beim Tiefbandempfang wird an den 
TiefbandanschluB A eine Auswahlspannung Vlo ange- 
legt, und die Schaltdiodc 13 wird ausgeschaltet. so daB 
die in Fig. 12 dargestellte Konfiguration entsteht. Beim 
Empfang beider Bander wird die Kapazitat der Kapazi- 

25 taisdiode 1 1 veranlaBt. sich abhangig von der Auswahls- 
pannung Vtu tu andern, die an den Abstimmspannungs- 
anschluB C gelegt wird, wodurch die Schwingungsfre- 
quenz variiert Um solche Anderungen der Oszillaiions- 
frequenzen zu vcrmeidcn, die durch Tempcratureinfliis- 

30 se oder Versorgungsspannungsschwankungen veran- 
laBt sind, wird an den AFT-Anschlufl D eine AFT-Span- 
nung Vaft gelegt, damit die Kapazitat der Kapazitats- 
diode 20 variiert Eine Kapazitat, die mit derjenigen des 
Kondensators 18 kombiniert wird, wirki auf die Kapazi- 

35 tat der Kapazitatsdiode 7 ein, so dafl die Oszillationsfre- 
quenz stabilisiertist 

In dem Colpitts-Obcrlagerungsoszillator gemaB 
Fig. 7 und 10 laBtsich, weil der Kapazitaiswert fiir jeden 
Abschnitt der Schaltung fur das Hochband und das Tief- 

40 band der gleiche ist, der Bereich, in welchem die Oszilla- 
tionsfrequcnz variabel ist, nichi fur jedes Band beliebig 
einstellen. Der Kapazitatswerl jedes Abschnitts eines 
Ruckkopplungskreises muB in geeigneier Weise nach 
MaBgabc der Schwingungsfrequcnz cingestcllt werden, 

45 um den Schwingungszustand siabil zu halien. Die Bezie- 
hung zwischen diesen Kapazitatswerten soliten folgen- 
dermaBen aussehen; Bei Hochbandempfang wird die 
Kapazitat zwischen dem Koliektor und dem Emitter 
kleiner gemacht, und die Kapazitat zwischen Emitter 

60 und Basis wird vergrofierl; bei Tiefbandempfang hinge- 
gen wird die Kapazitat zwischen Koliektor und Emitter 
groBcr. und die Kapazitat zwischen Emitter und Basis 
kleiner. Bei dem erlauterten Aufbau der Uberlagerungs- 
oszillatorschaltung laflt sich jedoch die Beziehung der 

55 Kapazitatswerte nicht in der oben erlauterten Weise 
realtsieren. Bei der in Fig. 10 gezeigten Oberlagerungs- 
oszillatorschaltung ist die AFT-Kapazitat (die kombi- 
nierte Kapazitat aus der Kapazitatsdiode 20 fur die AFT 
und dem Kondensator 18) die gleiche sowohl beim 

60 Hochband- als auch beim Tiefband-Empfang. und der 
veranderliche AFT-Bereich (der Bereich der veranderli- 
chen Frequenz aufgrund der AFT-Spannung Vaft) ist 
proportional zu der Uberlagerungsfrequenz. Folglich 
unterscheiden sich die veranderlichen AFT-Bereiche fur 

65 die beiden Bander. D. h.: Es ergibt sich das Problem. daB 
der veranderliche AFT-Bereich bet Hochbandempfang 
grOBer und bei Tiefbandempfang kleiner ist 

Die vorlicgendc Erfindung behandelt das oben criau- 
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tene Problem. Aufgabe der Erfindung ist es, einen 
GberlagerungsosziliatorschaUung anzugeben, mil deren 
Hilfe der veranderliche Frequenzbereich bei Hoch- 
bandempfang erweitcrt werden kann und die Schwin- 
gung beim Empfang jedes Bandes stabilisiert werden 
kann, wahrend der veranderliche AFT-Bereich bei Emp- 
fang jedes Bandes gleichformig gemacht werden kann, 
ohne dad dabei die Anzahl der Bauteilc erhoht wird. 

Die Losung dieser Aufgabe ist in den Patentansprii- 
chen angegeben. Die Erfindung schafft eine Oberlage- 
rungsoszillatorschaltung, in der eine erstc und eine 
zwciie Frequcnzband-Rcsonanzspule zwischcn dem 
Kollektor und der Basis eines Oszillatortransistors hin- 
tereinander in Reihe geschaltet sind. Diese Oberlage- 
rungsoszillatorschaltung schaltet die Schwingungsfre- 
quenz einer Schaltung urn. indem die zweite Frequenz- 
band-Resonarzspule zwischen einem KurzschluQzu- 
stand und einem Nicht-KurzschluBzusiand umgeschal- 
tet wird, wobei zwischen dem Punkt, an dem die erste 
und die zwcitc Frequenzband-Resonanzspule miteinan- 
der verbunden sind, und dem Emitter des Oszillatortran- 
sistors ein Ruckkopplungskondensator vorgesehen ist. 

Wenn die zweite Frequenzband-Resonanzspule um- 
geschaltei wird zwischen einem KurzschluBzustand und 
einem Nicht-KurzschluBzustand, wird in aquivaienter 
Weise die Verbindungsstelle, an der der Ruckkopp- 
lungskondensator zwischen einem Punkt, an dem die 
erste Frequenzband-Resonanzspule und die zweite Fre- 
quenzband-Resonanzspule verbunden sind, und dem 
Emitter des Oszillatortransistors angeschlossen ist, um- 
geschaltet. Damit wird die relative GroDe des Kapazi- 
taiswerts des Ruckkopplungskreises beim Empfang je- 
des Bandes opiimiert. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung naher crIauterL Es zeigi 

Fig. 1 einen Schaltplan des Aufbaus einer ersten Aus- 
fiihrungsform der Erfindung, 

Fig. 2 ein Ersatzschaltbild des ersten Aufbaus fur 
Hochbandempfang, 

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels fiir Tiefbandempfang, 

Fig. 4 ein Schaltbild des Aufbaus einer zweiten Aus- 
fiihrungsform der Erfindung, 

Rg. 5 ein Ersatzschaltbild der Schaltung des zweiten 
Ausfuhrungsbeispiels fiir Hochbandempfang, 

Fig. 6 ein Ersatzschaltbild der zweiten Ausfiihrungs- 
form furTiefbandempfang, 

Rg. 7 einen Schaltplan des Aufbaus einer ersten Aus- 
fiihrungsform aus dem Stand der Technik, 

Fig. 8 ein Ersatzschaltbild fur den Hochbandempfang 
dicscr Schaltung, 

Fig. 9 ein Ersatzschaltbild fiir den Tiefbandempfang 
der ersten Ausfiihrungsform aus dem Stand der Tech- 
nik. 

Rg. 10 einen Schaltplan einer zweiten Ausfiihrungs- 
form aus dem Stand der Technik, 

Fig. 1 1 ein Ersatzschaltbild fiir den Hochbandemp- 
fang dieser zweiten Ausfiihrungsform aus dem Stand 
der Technik. und 

Rg. 12 ein Ersatzschaltbild fiir den Tiefbandempfang 
einer zweiten Ausfiihrungsform aus dem Stand der 
Technik. 

Fig. 1 ist ein Schaltplan. der den Aufbau einer ersten 
Ausfiihrungsform der Erfindung zeigt. In der Figur sind 
solche Teile. die mit der herkommlichen Schaltung nach 
Fig. 7 ideniisch sind, mit entsprcchenden Bezugszeichen 
verschcn, und diese Teilc werden nicht nochmal erlau- 
lert. Diese Ausfiihrungsform ist dadurch gekennzeich- 
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net. daO zwischen dem Punkt, an dem die Tiefband-Ab- 
stimmspule 1 und die Hochband-Abstimmspule 2 ver- 
bunden sind. und der Kathodenseite der Kapazitatsdio- 
den 5 und 7 anstelle der in Rg. 7 gezeigten Kondensato- 
5 ren 6 und 8 hicr ein Ruckkopplungskondensator 21 vor- 
gesehen ist. 

Mit diesem Schaltungsaufbau wird bei Hochband- 
empfang, bei dem eine Auswahlspannung Vh! an den 
HochbandanschiuD B gelegt wird, wodurch die Schalt- 
10 diode 13 eingeschaliet wird.der Riickkopplungskonden- 
sator 21 auf Masse gelegt. Daher ist der Riickkopp- 
lungskondensator 21 Equivalent parallel zu der Kapazi- 
tatsdiode 7 geschaltet, wie in Rg, 2 gezeigt ist, wodurch 
die Kapazitat zwischen dem Emitter und der Basis des 
15 Transistors vergroOert ist. 

Beim Tiefbandempfang. wenn eine Auswahlspannung 
Vlo an den TiefbandanschluB A gelegt wird, wodurch 
die Schaltungsdiode 13 ausgeschaltet wird. liegt der 
Riickkopplungskondensator 21 iiberdie Hochband-Ab- 
20 stimmspule 2 am Kollektor des Transistors 16. Damit ist 
der Riickkopplungskondensator 21 Equivalent parallel 
zu der tCapazitatsdiode 5 geschaltet. wie in Rg. 3 ge- 
zeigt ist. wodurch die Kapazitat zwischen dem Kollek- 
tor und dem Emitter des Transitsors vergroBeri ist 
25 Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, wird 
bei dieser Ausfiihrungsform wahrend des Hochband- 
empfangs die Kapazitat zwischen dem Kollektor und 
dem Emitter verringert. und die Kapazitat zwischen 
dem Emitter und der Basis wird erhoht. Beim Tiefband- 
30 empfang wird die Kapazitat zwischen dem Kollektor 
und dem Emitter erhoht, wahrend die Kapazitat zwi- 
schen dem Emitter und der Basis verringert wird. Im 
Ergebnis wird im Hochbandempfang, da zwischen dem 
Kollektor und dem Emitter keine feste Kapazitat liegt, 
35 der veranderliche Frequenzbereich erwciieri, wahrend 
dariiber hinaus die Schwingung beim Tiefbandempfang 
stabilisiert werden kann. 

Im folgenden wird anhand der Fig. 4 eine zweite Aus- 
fiihrungsform der Erfindung erlauten. Gleiche Teile wie 
40 in Rg. 10 sind mit entsprcchenden Bezugszeichen ver- 
sehen und werden hier nicht nochmal eriautert. Diese 
AusfUhrungsform isi dadurch gekennzeichnei, daB zwi- 
schen dem Punkt, an dem die Ticfband-Abstimmspulc 1 
und die Hochband-Abstimmspule 2 miieinander ver- 
45 bunden sind. und dem Punkt, an welchem der Konden- 
sator 18 und die Kathodenseite der Kapazitatsdiode 20 
fiir die AFT verbunden sind. anstelle des in Rg. 10 dar- 
gesteltien Kondensators 6 ein Ruckkopplungskonden- 
sator 22 angeordnei ist. 
50 Mil dem oben beschriebenen Schaltungsaufbau wird 
bet Hochbandempfang, wenn cine Auswahlspannung 
Vhi an den HochbandanschluB B gelegt wird, wodurch 
die Schaltdiode 13 eingeschaliet wird. ein AnschluB des 
Riickkopplungskondensators 22 iiber den Kondensator 
55 14 auf Masse gelegt. Daher ist der Riickkopplungskon- 
densator 22 Equivalent parallel zu der Kapazitatsdiode 
20 geschaltet, wie aus Fig. 5 hervorgeht. 

Beim Tiefbandempfang ist. wenn eine Auswahlspan- 
nung Vlo an den TiefbandanschluB A angelegt wird, 
50 wodurch die Schaltdiode 13 eingeschaliet wird. ein An- 
schluB des Riickkopplungskondensators 22 iiber die 
Hochband-Abstimmspule 2 an die Kollektorseite des 
Transistors 16 angeschlossen. Daher ist der Ruck- 
kopllungskondensaior 22 Equivalent parallel zu dem 
65 Kondensator 18 fiir die AFT und der Kapazitatsdiode 5 
geschaltet. wie aus Rg. 6 hervorgeht. 

Wic aus der obigen Beschreibung hervorgeht. wird 
beim Hochbandempfang. wenn der Riickkopplungskon- 
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densator 22 parallel zu der Kapazrlatsdiode 20 fur die 
AFT hinzukommt, der veranderliche Bereich ftir die 
AFT verringerL Beim Tiefbandempfang, wenn der 
Ruckkopplungskondensator 22 als SerienkapazitSt der 
FCapazitatsdiode fiir die AFT hinzukommt, ntmrm der 5 
veranderliche AFT-Bereich zu. Folglich wird der varia- 
ble AFT-Bereich fiir beide Binder gleichmaBig. Wegen 
des Ruckkopplungskondensators 22 wird beim Hoch- 
bandempfang der Wert der Kapazitat zwischen dem 
Emitter und der Basis grdOer. und beim Tiefbandemp- 10 
fang wird die fCapazitat zwischen dem Kollektor und 
dem Emitter groDer Als Ergebnis wird die Schwingung 
beim Empfang jedes Bandes siabilisieri, und der Be- 
reich, in welchem die Schwingungsfrcquenz variabcl ist, 
laBt sich fiir jedes Band auf relativ willkiirliche Einstcll- 15 
werte festlegen. 

Aus der obigen Beschreibung geht hervor, daQ erfin- 
dungsgemaB der Bereich veranderlichcr Frequenz bei 
Hochbandempfang verbreitert werden kann, ohne daS 
dazu eine Erhdhung der Anzahl von Bauelementen er- 20 
forderlich ist. Ein Vorteil besteht darin, daO die Schwin- 
gung stabilisiert werden kann und der veranderliche 
AFT-Bereich fiir jedes Band gleich groB ist. 

Patentanspruch 25 

Oberlagerungsoszillatorschaltung, in der eine erste 
und eine zweite Frequenzband-Resonanzspule (1, 
2) zwischen dem KoUektor und der Basis eines Os- 
zillatortransistors (16) in Reihc geschaltct sind, wel- 30 
cher die Schwingungsfrcquenz einer Schaltung 
durch Umschalten der zweiten Frequenzband-Re- 
sonanzspule (2) zwischen einem KurzschluBzu- 
stand und einem Nicht-Kurzschluflzustand um- 
schaltet, ist ein Ruckkopplungskondensator (21. 22) 35 
zwischen dem Punkt, an welchem die erste und die 
zweite Frequenzband-Resonanzspule (1, 2) zusam- 
mengeschaltet sind, und dem Emitter des Oszilla- 
tortransistors (16) geschalteL 
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